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Метод модуляционной оптической спектроскопии впервые применён для бесконтактного измерения концентрации свободных носителей заряда в нелегированных слоях InSb, выращенных на сильно легированных подложках n+‑InSb методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ).
Суть метода заключается в регистрации отражённого зондового инфракрасного излучения при переменной модуляции свойств образца вторым (лазерным) лучом. Зондовое излучение формируется интерферометром Майкельсона фурье-спектрометра с последующим фурье-преобразованием и восстановлением фазы сигнала [1]. Модуляция отражения происходит аналогично классическому методу фотоотражения за счёт фотоинжектированных носителей заряда, которые частично компенсируют встроенное приповерхностное электрическое поле (E).

Исследованные эпитаксиальные слои выращивались методом МПЭ на подложках двух типов. В первом случае подложка предварительно обрабатывалась в водном растворе Na2S для замещения оксидного слоя на поверхности n+-InSb сульфидным нанослоем и затем отжигалась при пониженной температуре [2], а во втором – оксидный слой удалялся отжигом при более высокой температуре, близкой к разложению InSb.
Предварительные измерения фотолюминесценции автоэпитаксиальных слоёв InSb при Т ~ 90 К выявили сдвиг основного пика в область бóльших энергий и уменьшение его полуширины при использовании подложки первого типа, что свидетельствует о более высоком качестве таких слоёв.
Измерения фотомодуляционного отражения (Т = 90 К) впервые продемонстрировали осцилляции Франца–Келдыша в InSb. Их период зависит от напряжённости приповерхностного поля E, как это наблюдалось, например, в GaAs [3]. Полученные значения поля в слое InSb, выращенном на сульфидированной подложке типа 1 оказались выше, чем на отожжённой стандартным способом подложке типа 2. С использованием измеренного в данной работе E и опубликованного значения положения (пиннинга) уровня Ферми на поверхности InSb, вычислена концентрация свободных носителей заряда в данных автоэпитаксиальных слоях. 
Работа частично поддержана субсидией Минобрнауки РФ (№16.1307.2014/K).
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